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１．はじめに 

材料の結晶構造解析を行う際、薄膜試料においてはX線回折法(XRD)が多く用いられ、試料の局所領域においては高

分解能 TEM(HR-TEM)観察や電子線回折測定が用いられている。InGaZnO(IGZO)はナノ結晶構造を持つとの報告[1

～3］がなされており、その解析には結晶サイズと同等のプローブでの極微電子線回折(Nano-Beam-electron-Diffraction; 
NBD)による評価が行われている。また、結晶構造評価には高分解能TEM(HR-TEM)像を2次元フーリエ変換する画像

解析が有効な手法となる。本報告では、市販品より取り出した IGZO-TFT を用いてこれらの評価方法を用いて構造解析

し考察を行った。 

２．実験方法 

サンプルには市販品(SHARP製 タブレット AQUOS PAD SHT21SKA)を解体して取り出したIGZO-TFTを用いた。集

束イオンビーム(FIB)によって薄片化加工を行い、仕上げ加工には低加速電圧のAr＋イオンビームを用いた。薄片厚み

50nm以下の箇所で加速電圧200kV にてHR-TEM観察(電流密度1.2×105 e-/nm2s)とプローブ径1nmφ(プローブ電流＜3pA)
のNBD測定を行った。 

３．実験結果及び考察 

 まず予備実験として文献[4]で結晶化が確認された条件と同等の累積電子線量(HR-TEM時:7.2×108 e-/nm2，NBD時：

1.8×109 e-/nm2)を照射し、HR-TEM観察およびNBD測定の前後でIGZO層に結晶化などの変化が生じていないことを確認

した。 

次に２の条件でのHR-TEM観察結果とNBDパターンを図1(a)(b)に示す。NBDパターンの中には結晶性を示すスポッ

トが複数確認でき、これは入射した電子線がIGZO層中に含まれる微細な規則構造によって回折されていることと解釈で

きる。さらに、薄片試料の極薄部(薄片厚み10nm以下)で加速電圧300kVにてHR-TEM観察(電流密度7.5×104 e-/nm2s) (図
1(c))をし、その結果を用いて2次元フーリエ変換による画像解析(図1 (d))を行った。講演当日はIGZOナノ結晶の集合

体モデルから電子線回折パターンを算出し、実測の電子線回折パターンと比較してIGZO層の構造についての議論を行う。 
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図 1 IGZO 層の（a)HR-TEM 像、(b)極微電子線回折パターン[ビーム径 1nmφ]、 

        (c)極薄部（＜10nm）の HR-TEM 像、(d)(c)の逆フーリエ変換像  
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